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Signal- und'Leistungsfunktionen vereint:

in den Forschungdslaboratorien des italienischen Halb-

Ieite_r-H'erste_lle'rS SGS ist es gelungen, eine kombi-
nierte Technologie zu entwickeln: Der bipolare Teit

ibernimmt die analoge Signalverarbeitung, die digita-

len Funktionen werden. in CMOS: realis‘iert-_ und die
Leistungselemente in DMOS. Durch diese Multipower-
BCD-Technalogie wird eine grifere Komplexitit und

Im: Vergleich zu den bisher verwendeten bipolaren
Technologien bringt die Multipower-BCD-Technologie
mehrere Vorteile: sehr hohe Effizienz der Leistungsstu-
fen, hohe Schaligeschwindigkeiten, keine Begrenzung
durch den ,zweiten Durchbruch”, problemlose Parallel-

schaltung der Elemente und schnelle’ Dipden als
.. destandteil der DMOS- Strukturen (Bild 1).
«
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§Die Mogllchken DMOS-Leistungstransistoren. auf
“dem Chip zu integrieren, ist filr Hochleistungs-Treiber-
stufen der w:chtlgste Vorteil der Multipowér-BCD-Tech-
nolqgie Die DMQS-Transistoren haben éinen Wirkungs-
grad von iiber 80% und gestattén Schaltfrequenzen bis
zu 500 kHz Die hohe Effizienz der Leistungsiibertra-
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Bild 1. Mit der Multpowef—BCD—Technolog!e kann man
DMOS—LeIstungsh'anssstoren, CMOS-Loglk: und blpoiare
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ein besserer Wirkungsgrad der Leistungs-1Cs im Ver-
gleich zu einer bipolaren Standard-Technologie
erreicht. Die ersten Bauelemente in dieser Technolo-
gie sind DC-‘DC~Wandler,' Motor- und Spulentreiber,
elektromagnetische Relais sowie Audioverstirker
(Klasse D). Der folgende Beitrag informiert Sie (iber
Technik und Anwendungen.

gung bedeutet kleinere Verlustleistungen im Verglelch
zu den Schaltungen, die die gleiche Funktion in einer
Standard—Tec}molagle realisieren. Deshalb kiinnen bipo-

lare Chips in integrierten Leistungsschaltungen durch

Multipower-BCD-Chips ersetzt werden, wobei der erfor--
derliche thermische Widerstand des Geh#uses reduziert
wird. Auf der anderen Seite kann unter Verwendung der

zur Verfiigung stehenden Leistungs-Gehiusetypen die

maximal iibertragbare Leistung erhéht werden.

Treiber-IC im Multiwatt-Gehiuse
Die' Jéistungsfahigste monolithisch integrierte Schal-

tung von 8GS, der bipélare Switclimode-Solenoid -Trei-
ber L6212 im Multiwatt-Geh#use, liefert 270 W. In

Zukunft wird es moglich sein, in diesem Gehiuse eine

Schaltung in Multipower-BGD- Technologie zu realisie-
ren, die 400 W abgeben kann. Wobei die Sittigungsver-

.I_uste___der DM__C_)_S-_’_I_?_ransxstoren durch Vergréfierung der
‘Transistorflache reduziert werden kénnen. Durch die

Erhéhung der Chipflache ist es moglich, die Anforde-
rungen an das Gehause und den Kuh]korper zu redu-
zieren. ~

Eirt wesenthcher Vortell dex Multlpower_-BCD Tech—

“nologie ist-die hohe Integratlonsdlchte 3 Slgnalverar-

beitung
nungsstruktur 2
der Elemente, d1e in einer Standard




